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講師 東大理 植 村 泰 忠
MOS構造は近年MOSFETなどのディバイスとして,非常に有用になっている｡
このため応用の面から,よく研究されてきた｡ この事情が, 基礎物理的な研究にフィー
ドバックされ , 準二次元電子系の研究の好適な舞台となっている｡その結果 , 多体問
題や量子輸送現象などが,多様な形で検証されるようになった｡






















これは強磁場中におこるoxの,ゲー ト電圧を変えた時の変化を記 した実験 (図 1)で




料では oxxのおちこみが , 図 1のようにV字形にならずUのようになる,ということで









50 100 150 200V
図 1
- 2 5 -
植村泰忠
文 献
･植村泰忠 :〝固体表面の近傍にある電子〝 固体物理 Ⅶ17No.5-No.10(1972)
･植村泰忠 :〝電子ガスと界面〝 Ⅰ･1･ Buturi旦 98'221 (1974)
･Y･Uemura:Pr∝･2nd･I･C･S･S･ J･J･A･P･ su押1.2 part2,17(1974)
･F.Stern.IBM ReserchRC4539 (1973) '.Critic.Rev.Sol.St.Se.
･G.Dorda;Festkodrperprobleme13 215 (1973)
文責 阪大理 鷹 岡 貞 夫
- 2 6 -
